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【はじめに】システムオンガラスの実現のためには，高性能な低温薄膜トランジスタ(TFT)が不可欠である。

そこでシリコン(Si)より移動度が優れ，低温でデバイスを形成できるゲルマニウム(Ge)に注目している。し

かし, ゲート酸化膜に使用する GeO2の安定性に問題があること，フェルミレベルがピン止めされてしまう性

質があるなどの高性能 TFT を実現する上での問題点を有する。そこで Si に Ge を加えることで移動度を向上

させ, 従来の poly-Si TFT よりも優れた性能を実現することを目指している 1-4)。 過去の研究により， CLC 

poly-SiGe 薄膜にアクセプタが発生することをホール効果、n-ch TFT 特性, p-ch TFT 特性から明確化してい

る。ここでは poly-Si1-xGex TFT の Si1-xGex膜厚依存性（特に p-ch TFT）について報告する。 

【実験】TFT プロセスは既に報告しているので要点のみ述べる。Ge 濃度

を 10%に設定した非晶質 Si0.9Ge0.1薄膜を石英ガラス上に形成した。CLC

によりレーザ結晶化後,トランジスタアイランドを形成する。SiO₂をプ

ラズマ CVD によって 50 nm 成膜後, Mo を成膜する。次に今回のデバイ

スは p-ch を作製するので，BF₂を SD にイオン注入する。層間絶縁膜を

形成後，熱活性化を行う。最後に水素化を行う。図 1 はレーザ結晶化の

方向が SD 方向に平行な poly-Si0.9Ge0.1 TFT のデバイス画像である。ま

た，非晶質 Si0.9Ge0.1 薄膜の膜厚の変更は，レーザ結晶化の前に初期膜

を RIE によりエッチングして調整している。それ以外は同様のプロセ

スである。 

【結果および考察】SD の方向が

レーザ結晶化の方向と平行な場

合について，Si0.9Ge0.1 の膜厚を

変更した場合のトランスファ特

性を図 2(a)に示す（ゲート長=10

μm）。実線が Si0.9Ge0.1膜厚が 100 

nm, 点線が 50 nm である。図

2(b)は異なるゲート長に対し

て、縦軸をオン電流、横軸をオフ

電流としてデータを整理した結

果である。膜厚が 100 nm の TFT

ではオン電流、オフ電流ともに

高い値を示している。一方、膜厚

が 50 nmの TFTでは 100 nmと比

べてオン電流が減少し、オフ電

流が大幅に下がっている。Ge 濃度が 10％以上では、Si1-xGex結晶中に 1×1017 cm-3程度のアクセプタが発生す

ることが明らかになっており, poly-Si1-xGex薄膜が強い p 型を示す 2) 。そのため、p-ch TFT はジャンクショ

ンレス（JL）構造をとる。膜厚が 100 nm では正電圧を印加時に空乏層の形成が不十分であり、オフ電流が高

くなる。一方、膜厚を薄くすると膜全体に空乏層を形成できるようになりオフ電流の遮断が行われる。薄膜

化におけるオン電流の減少は，膜厚の減少に伴ってチャネルのホールの絶対数が減少することに起因する。 

【まとめ】P-ch CLC poly-Si1-xGex TFT の特性の Si1-xGex膜厚依存性は，poly-Si1-xGexにアクセプタが発生す

ることによって生じる JL 構造化で説明できる。 
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図 2 TFT特性 (a)トランスファ特性 (b)オン電流 vs オフ電流 
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